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Zjednodusené feceno laserovy paprsek vznika béhem procesu, pii kterém foton dopadne
na atom a priméje jeho elektrony k pfechodu do nizsiho enegretického stavu za vyzareni
dalsiho fotonu. Ptvodni foton se pritom nemusi pohltit a oba fotony pak leti stejnym
smérem (maji stejnou vlnovou délku a fézi). Pokud do tohoto systému zavedeme klad-
nou zpétnou vazbu (naptiklad jednim polopropustnym a jednim nepropustnym zrcadlem),
proces se lavinovité zesiluje a hovorime o tzv. stimulované emisi.

Kfemik je nejpouzivan€jsim prvkem v elektronice — je levny a ma dobré polovodicové
vlastnosti. Dnesni ,jobycejny“ procesor v osobnim pocitaci obsahuje kolem 100 milionu
tranzistortt o rozmerech 100nm. Polovodi¢ se ale nehodi k prenosu signalu a proto se
uziva médénych spoji. Jenze pii takovém mnozsti tranzistorii a spoji se ¢ip velmi za-
hiiva (hustota tepelného vykonu procesoru jiz piekonala hustotu vykonu elektrické plotny
— elektricka plotna slozend z CPU by méla vykon 9kW!!). Naproti tomu vedeme-li sig-
nal pomoci optického vlakna k teplotnim ztratam nedochazi. Opticka vldkna by mohla
propojovat jednotlivé komponenty pocitace a ¢asem mozna i jednotlivé tranzistory.

Dnesni polovodi¢ové LASERy se vyrabéji z polovodi¢t s tzv. piimym zakizanym péas-
mem (napf. GaAs, InP) — minimum energie vodivostniho péasu lezi nad maximem energie
valen¢niho pasu. Elektron vybuzeny do vodivostniho pasu, tak pada do volného mista ve
valenénim pasu a vyzari pritom foton. Tyto materidly se pouzivaji v LED, laserech pro
ukazovatka az po lasery ve vypalovackach. BohuzZel se nevyrabeji technologii CMOS (jako
ostatni polovodi¢ové soucatky) a pfi pokusu je propojit s kiemikovym polovodi¢em dochézi
na rozhrani k defektim, které negativné ovliviuji jejich funk¢nost.

Realizace kremikového laseru

Inverzni sluneéni ¢lanek Slunecni ¢lanek je dioda, ke které dopadajici slunecni svétlo
zpusobi vznik paru elektron—dira. Nasledkem toho vznikne elektrické napéti. Opacénym
postupem (pfivedenim napéti na tento ¢lanek) bylo dosazeno silné emise svétla s Géinnosti
vy$si nez 1 %. Tato technologie ovSem neni kompatibilni s technologii CMOS.
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Prvni kfemikovy laser uz existuje a je zalozen na Ramanové jevu (ktery se pouziva
v telekomunika¢ni technice). Ptvodni konstrukce vyzadovala 8 m dlouhy opticky vlnovod.
Ke konci roku 2004 se v laboratofi firmy Intd podafilo tento laser zmensit a umistit na
kiemikovy ¢ip. Jeho vinovod m4 priifez 1,6 um? a je 4,3cm dlouhy. Zasadni nevyhodou
této technologie je nutnost ¢erpani jinym laserem (zde o vlnové délce 1536 nm). Tento
laser neni kfemikovy a nemtize byt umistény na ¢ip.

Zaveér

Pokud by se podatilo umistit vhodny zdroj svétla pfimo na kiemikovy ¢ip (nebo pfimo
kifemikovy LASER stimulovat pomoci elektrického napéti — teoreticky to mozné je, ale
napéti 1,3V bezné uzivané v CPU je prili§ nizké), znamenalo by to moznost nékolikané-
sobné zvysit rychlost pfenosu dat a soucastné snizit tepelné ztraty. Zkouseji se také cisté
optické obvody — odpadla by tak nutnost prevadét svétlo na elektricky signal a po tpraveé
(odstranéni Sumu, oprava, zesileni) opét prevést na svétlo. Takovéto ,Cisté optické“ obvody
by pak nasli uplatnéni naptiklad na optickych kabelech polozenych na dné oceant.
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